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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component (101), comprising a generating device (103) for generating
electromagnetic radiation and an outcoupling device (105) for coupling out electromagnetic radiation from the generating device
(103), wherein a reducing device (107) for reducing a radiation density of the outcoupled electromagnetic radiation (306) is arranged
on a radiation output side of the outcoupling device (105). A laser diode (507) emitting blue or UV light is arranged on a heat sink
(505) in a transistor housing (509). In order to reduce the light intensity at the radiation output/air interface, a window (515) is
atfixed to the facet (511) of the laser diode (507) with the aid of an adhesive (513). A contamination of the radiation output surface
is avoided by the reduced power density at said surface and thus the lifetime of the component is extended.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauteil (101), umfassend eine Erzeugungseinrichtung (103)
zum Erzeugen von elektromagnetischer

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Strahlung und eine Auskoppeleinrichtung (105) zum Auskoppeln von elektromagnetischer Strahlung aus der
Erzeugungseinrichtung (103), wobei auf einer Strahlungsaustrittsseite der Auskoppeleinrichtung (105) eine
Reduzierungseinrichtung (107) zum Reduzieren einer Strahlungsdichte der ausgekoppelten elektromagnetischen Strahlung (306)
angeordnet ist. Eine blaue oder UV emittierende Laserdiode (507) ist auf einer Wérmesenke (505) angeordnet in einem
Transistorgehéduse (509). Um die Lichtintensitit an der Grenzflache Strahlungsaustritt zu Luft zu verringern, ist ein Fenster (515)
mit Hilfe eines Klebers (513) an der Facette (511) der Laserdiode (507) befestigt. Durch die verringerte Leistungsdichte an der
Strahlungsaustrittstlache wird eine Kontamination dieser verringert und damit die Lebensdauer des Bauteils verlangert.
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Beschreibung

Optoelektronisches Bauteil

Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Bauteil sowie
ein Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen BRau-

teils.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritdt der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2012 217 652.7, deren Offenbarungsge-

halt hiermit durch Bezugnahme aufgenommen wird.

Aus der Offenlegungsschrift DE 10 2010 056 054 Al sind ein
Verfahren zum Herstellen einer Mehrzahl von Laserbarren sowile

Laserbarren und Laserdioden bekannt.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe kann darin gese-

hen werden, ein optoelektronisches Bauteil bereitzustellen.

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe kann auch darin
gesehen werden, ein Verfahren zur Herstellung eines optoe-

lektronischen Bauteilils bereitzustellen.

Diese Aufgaben werden mittels des jeweiligen Gegenstands der
unabhdngigen Anspriiche geldst. Vorteilhafte Ausgestaltungen

sind Gegenstand von jeweils abhidngigen Unteranspriichen.

Nach einem Aspekt wird ein optoelektronisches Bauteil bereit-
gestellt. Das Bauteil umfasst eine Erzeugungseinrichtung zum
FErzeugen von elektromagnetischer Strahlung. Des Weiteren
weist das Bauteil eine Auskoppeleinrichtung zum Auskoppeln
von elektromagnetischer Strahlung aus der Erzeugungseinrich-
tung auf. Auf einer Strahlungsaustrittsseite der Auskoppel-
einrichtung ist eine Reduzierungseinrichtung zum Reduzieren
einer Strahlungsdichte der ausgekoppelten elektromagnetischen

Strahlung angeordnet.
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Gemdl einem weiteren Aspekt wird ein Verfahren zur Herstel-
lung eines optoelektronischen Bauteils bereitgestellt. Es
werden eine Erzeugungseinrichtung zum Erzeugen von elektro-
magnetischer Strahlung und eine Auskoppeleinrichtung zum Aus-
koppeln von elektromagnetischer Strahlung aus der Erzeugungs-
einrichtung bereitgestellt. Auf einer Strahlungsaustrittssei-
te der Auskoppeleinrichtung wird eine Reduzierungseinrichtung
zum Reduzieren einer Strahlungsdichte der ausgekoppelten

elektromagnetischen Strahlung angeordnet.

Die Erfindung umfasst also insbesondere den Gedanken, eine
Strahlungsdichte der ausgekoppelten elektromagnetischen
Strahlung zu reduzieren, indem eine Reduzierungseinrichtung
auf der Strahlungsaustrittsseite der Auskoppeleinrichtung an-
geordnet wird. Das heilt also insbesondere, dass die Reduzie-
rungseinrichtung mittels der Strahlungsaustrittsseite mit der
Auskoppeleinrichtung verbunden, also insbesondere unmittelbar
oder mittelbar verbunden, ist. Unmittelbar verbunden bedeutet
insbesondere, dass die Reduzierungseinrichtung direkt mit der
Strahlungsaustrittsseite verbunden ist, sich also insbesonde-
re in direktem Kontakt mit dieser befindet. Mittelbar verbun-
den bedeutet insbesondere, dass die Reduzierungseinrichtung
indirekt mit der Strahlungsaustrittsseite verbunden ist, sich
also nicht im direkten, sondern im indirekten Kontakt mit
dieser befindet. Beispielsweise kann ein Element oder k&nnen
mehrere Elemente wie eine Zwischenschicht oder eine Klebe-
schicht vorgesehen sein, die sich zwischen der Reduzierungs-
einrichtung und der Strahlungsaustrittsseite befinden und die
Strahlungsaustrittsseite mit der Reduzierungseinrichtung ver-

binden.

Durch das Reduzieren der Strahlungsdichte wird in vorteilhaf-
ter Weise bewirkt, dass strahlungsbedingte Schdden vermieden
werden k&nnen. Solche strahlungsbedingten Schdden k&nnen bei-
spielsweise aufgrund von zu hohen Strahlungsdichten dadurch

entstehen, dass aufgrund der hohen Strahlungsdichte Substan-

zen, insbesondere gasfdrmige Substanzen wie beispielsweise
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kurzkettige Kohlenwasserstoffe, die vor der Strahlungsaus-
trittsseite vorbel treiben, zersetzt werden. Die zersetzten
Substanzen setzen sich dann in der Regel auf der Strahlungs-
austrittsseite ab oder lagern sich ab und k&nnen dort einen
Strahlungsaustritt behindern. Das heilt also insbesondere,
dass mit zunehmender Zeit aufgrund einer Zunahme der Ablage-

rungen eine abgestrahlte Leistung abnehmen kann.

Diese Zersetzungsprozesse kdnnen in vorteilhafter Weise ver-—
hindert werden, indem die Strahlungsdichte mittels der Redu-
zierungseinrichtung reduziert wird. Es finden also weniger
bis keine Zersetzungsprozesse statt, sodass auch mit zuneh-
mender Zeit eine abgestrahlte Strahlungsleistung im Wesentli-
chen konstant bleibt. Eine Lebensdauer des optoelektronischen
Bauteils wird somit in vorteilhafter Weise erheblich verlan-

gert.

In der Regel ist es zwar mdglich, dass optoelektronische Bau-
teil in ein hermetisch abgedichtetes Gehéduse eingesetzt wer-—
den, das beispielsweise evakuiert werden kann. Aufgrund der
dadurch reduzierten Dichte an Substanzen in dem Gehduse, die
zersetzt werden konnten, kann dadurch iblicherweise auch eine
Verringerung von Ablagerungen bewirkt werden. Allerdings ist
dies aufwendig und technisch komplex. Es bedarf zusdtzlichen
Materials, hier insbesondere das Gehduse und Abdichtungen.
Ferner sind solche Gehduse, die ein optoelektronisches Bau-
teil hermetisch von einer Umgebung abdichten kénnen, teuer
und technisch aufwendig herzustellen. Insbesondere ist es
aufwendig, eine elektrische Durchfiihrung zur elektrischen
Kontaktierung des Bauteils zu realisieren, ohne die Dichtig-
keit zu beeintridchtigen. Ferner diirfen in solchen hermeti-
schen Gehdusen in der Regel keine organischen ausgasenden
Substanzen verwendet werden. Das bedeutet insbesondere, dass
beispielsweise Klebstoffe nicht verwendet werden kdnnen. Die-
se sind aber in der Regel im Vergleich zu anderen Befesti-
gungsmitteln glinstig, sodass aufgrund des Vorsehens eines

hermetischen Gehduses und der sich daraus ergebende Verzicht
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an gilinstigen Klebstoffen die Kosten und ein Fertigungsaufwand

erhdht werden.

Die vorgenannten Nachteile werden mittels der Reduzierungs-—
einrichtung vermieden, insofern auf ein solches hermetisches
Gehduse mit den damit verbundenen Nachteilen verzichtet wer-
den kann. Es ist also nicht mehr notwendig, das optoelektro-
nische Bauteil in ein hermetisch abdichtendes Gehduse einzu-
setzen. Die Reduzierung der Strahlungsdichte wird mittels der
Reduzierungseinrichtung bewirkt, sodass keine Zersetzungspro-
zesse mehr auftreten kdnnen oder diese zumindest erheblich

verringert sind bis zu einem unschddlichen Ausmal.

Gemdl einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass die
Auskoppeleinrichtung einer Auskoppelfacette aufweist und die
Reduzierungseinrichtung ein optisches Element, insbesondere
ein Fenster, umfasst, wobei das optische Element die Strah-
lungsaustrittseite zumindest teilweise bedeckend, insbesonde-

re komplett bedeckend, angeordnet ist.

Das heilt also insbesondere, dass ein optisches Element, ins-
besondere ein Fenster, verwendet wird, um die Auskoppelfacet-
te zumindest teilweise, insbesondere ganz, abzudecken. Durch
diese Auskoppelfacette tritt in der Regel die ausgekoppelte
elektromagnetische Strahlung aus der Erzeugungseinrichtung
aus. Das heilBt also insbesondere, dass die ausgekoppelte
elektromagnetische Strahlung zundchst durch das optische Ele-
ment durchstrahlt, bevor es mit der Umgebung, insbesondere
mit den sich in der Umgebung befindenden Partikeln oder Sub-
stanzen, wechselwirken kann. Da in der Regel eine Intensitat
der Strahlungsdichte mit einem Abstand zu der Auskoppelein-
richtung, hier insbesondere zu der Auskoppelfacette, abnimmt,
was insbesondere aufgrund eines divergenten Strahlkegels be-
wirkt werden kann, bewirkt das optische Element, dass die
Strahlungsdichte ausreichend reduziert ist, wenn die elektro-
magnetische Strahlung aus dem optischen Element wieder aus-

tritt. Dann hat die elektromagnetische Strahlung eine ausrei-
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chend reduzierte Strahlungsdichte, sodass Zersetzungsprozesse
an Substanzen oder Partikeln der Umgebung nicht mehr indu-

ziert werden kdnnen.

Da das optische Element die Strahlungsaustrittsseite zumin-
dest teilweise bedeckt, umfasst insbesondere die Falle, dass
das optische Element die Strahlungsaustrittsseite unmittelbar
bedeckt und mittelbar bedeckt. Unmittelbar bedeckt im Sinne
der vorliegenden Erfindung bedeutet insbesondere, dass das
optische Element direkt an der Auskoppelfacette, also an der
Strahlungsaustrittsseite, angebracht oder angeordnet ist. Es
ist also insbesondere keine Zwischenschicht zwischen der Aus-
koppelfacette und dem optischen Element vorgesehen. Mittelbar
im Sinne der vorliegenden Erfindung bedeutet insbesondere,
dass zwischen der Strahlungsaustrittsseite und dem optischen
Element noch ein weiteres Element oder weitere Elemente ange-
ordnet sein kdnnen, beispielsweise weitere optische Schichten
und/oder Klebschichten. Diese weiteren Elemente verbinden die

Auskoppelfacette und das optische Element miteinander.

Die Reduzierungseinrichtung, hier insbesondere das optische

Element, bewirkt in vorteilhafter Weise eine Verldngerung ei-
nes Auskoppelweges der elektromagnetischen Strahlung aus der
Erzeugungseinrichtung, bevor dies mit einer Umgebung des Bau-
teils wechselwirken kann. Uber diesen verldngerten Auskoppel-
weg nimmt in der Regel aufgrund des divergenten Strahls eine
Strahlungsdichte ab, so dass bei Austritt der Strahlung oder
des Strahls aus dem optischen Element, die Strahlungsdichte

ausreichend reduziert ist.

Die Reduzierungseinrichtung, insbesondere das optische Ele-
ment, bewirkt ferner in vorteilhafter Weise einen Schutz fir
die Auskoppelfacette, so dass sich an dieser keine Substanzen
oder Partikel anordnen k&nnen. Falls erforderlich, beispiels-
weise wenn die Reduzierungseinrichtung bestimmte optische
Spezifikationen nicht mehr erfiillen sollte, kann die Reduzie-

rungseinrichtung ausgetauscht werden, ohne dass die Erzeu-
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gungseinrichtung, insbesondere die Laserdiode, ausgetauscht

werden muss.

Die Reduzierungseinrichtung, vorzugsweise das optische Ele-
ment, kann vorzugsweise ldsbar an der Auskoppelfacette ange-
ordnet sein. Vorzugsweise wird ein Klebstoff, der die Redu-
zierungseinrichtung, insbesondere das optische Element, an
die Auskoppelfacette und/oder an weiteren Elementen wie bei-
spielsweise einen Tridger, anklebt, entfernt werden, um die
Reduzierungseinrichtung, insbesondere das optische Element,
von der Auskoppelfacette und/oder von den weiteren Elementen

zu lOsen.

Eine Facette im Sinne der vorliegenden Erfindung bezeichnet
insbesondere eine glatte Grenzfldche. Glatt bedeutet hier
insbesondere, dass eine Oberflichenrauheit der Facette deut-
lich kleiner ist als eine Wellenldnge der abgestrahlten elek-
tromagnetischen Strahlung. Bevorzugt ist diese kleiner als
die Halfte der Wellenlédnge, besonders bevorzugt kleiner als
ein Viertel der Wellenldnge. Die Facette bildet also insbe-
sondere eine Grenzflidche oder eine Seitenflidche der Auskop-
peleinrichtung aus. Ist das optoelektronische Bauteil bei-
spielsweise von Luft oder einem anderen Material mit niedri-
gerem optischen Brechungsindex als der Brechungsindex des Ma-
terials der Auskoppelfacette umgeben, so kann die mittels der
FErzeugungseinrichtung erzeugte elektromagnetische Strahlung
an der Grenzfldche Auskoppelfacette/Luft teilweise reflek-

tiert werden.

Gemdl einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass die
FErzeugungseinrichtung eine Laserdiode umfasst. Vorzugsweise
umfasst die Erzeugungseinrichtung eine im Wellenldngenbereich
von kleiner als 460 nm emittierende Laserdiode. Elektromagne-
tische Strahlung mit einer Wellenldnge von kleiner als 460 nm
wird im Allgemeinen als blaue elektromagnetische Strahlung
bezeichnet. Somit kann eine solche Laserdiode auch als blaue

Laserdiode bezeichnet werden. Insbesondere emittiert die La-
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serdiode 1in einem Wellenldngenbereich zwischen 100 nm und
380 nm. Strahlung in diesem Wellenldngenbereich zwischen 100
nm und 380 nm kann auch als ultraviolette (UV) - Strahlung
bezeichnet werden. Eine entsprechende Laserdiode kann vor-

zugsweise als UV-Laserdiode bezeichnet werden.

Da eine solche blaue oder UV- Laserdiode insbesondere beson-
ders hochenergetische elektromagnetische Strahlung abstrahlt,
sind hier Zersetzungsprozesse aufgrund der hohen Strahlungs-
dichte, beispielsweise bis zu 10.000 W/mm?, besonders haufig.
Es ist also besonders wichtig, dass ein optoelektronisches
Bauteil umfassend eine blaue oder UV-Laserdiode besonders gut
gegen solche Zersetzungsprozesse geschiitzt wird. Dies wird
aufgrund des Reduzierens der Strahlungsdichte der emittierten
Laserstrahlung bewirkt. Insbesondere wird dies durch ein An-
ordnen oder eine Montage des optischen Elements vor oder an

der Auskoppelfacette bewirkt.

Im Fall einer Laserdiode kann die elektromagnetische Strah-
lung auch als Laserstrahlung bezeichnet werden. Die Auskop-
pelfacette kann auch als Austrittsfacette der Laserdiode oder
allgemein als Laserfacette bezeichnet. Die Laserfacette ist
also insbesondere Teil der Auskoppeleinrichtung also auch

Teil der Erzeugungseinrichtung.

Nach einer Ausfihrungsform kann die Laserdiode zwei Facetten
aufweisen, die sich jeweils gegeniiber liegen. Diese beiden
Facetten bilden einen Resonator fiir die Laserdiode, wobei
iber die Austrittsfacette oder die Auskoppelfacette oder La-
serfacette die mittels der Laserdiode erzeugte Laserstrahlung
aus dem Resonator ausgekoppelt werden kann, insbesondere zu-

mindest teilweise ausgekoppelt werden kann.

Nach einer Ausfihrungsform weist das optische Element eine
vorbestimmte Dicke in Abstrahlungsrichtung auf, die insbeson-
dere so gewdhlt wird, dass an der optischen Austrittsebene

des optischen Elements die Strahlungsdichte, insbesondere die
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Laserstrahlungsdichte, soweit reduziert ist, dass es nicht
mehr zu Zersetzungen und sich daraus ergebenden Ablagerungen
kommen kann. Eine Reduzierung der Strahlungsdichte kann hier
insbesondere durch den divergenten Strahl, insbesondere La-

serstrahl, wie er aus der Laserdiode austritt, erfolgen.

Nach einer weiteren Ausfihrungsform kann vorgesehen sein,
dass das optische Element eine Antihaftschicht auf seiner
Oberfldche zur Vermeidung von Ablagerungen auf dem optischen
Element aufweist. Eine solche Antihaftschicht kann beispiels-
weise Polytetrafluorethylen umfassen. Sollten also in einem
geringen Umfang trotz einer reduzierten Strahlungsdichte Zer-
setzungsprozesse und sich daraus ergebende Ablagerungen erge-—
ben, so k&nnen diese Ablagerungen mittels der Antihaftschicht
verringert oder sogar vermieden werden. Auch wenn keine Zer-
setzungsprozesse mehr auftreten, so kdnnen aufgrund der in
der Regel in einer Umgebung vorhandenen Substanzen Ablagerun-
gen dieser Substanzen auf dem optischen Element stattfinden.
Auch dies wird in vorteilhafter Weise durch das Vorsehen ei-

ner Antihaftschicht vermieden, zumindest verringert.

Gemdl einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass das
optische Element eine fluidundurchlédssige Schutzschicht auf-
weist. Ein Fluid im Sinne der vorliegenden Erfindung bezeich-
net insbesondere ein Gas oder eine Fliissigkeit. Durch das
Vorsehen einer solchen Schutzschicht ist das optische Element
in vorteilhafter Weise gegen das Eindringen eines Fluids ge-
schiitzt. So ist es insbesondere mdglich, ein solches optoe-
lektronisches Bauteil auch in Umgebungsbedingungen aufweisend
eine erhdhte Luftfeuchtigkeit einzusetzen. Da in der Regel
bereits normale Luftfeuchtigkeit (zum Beispiel: 30 % relative
Luftfeuchtigkeit bei 20° C) zu Problemen fiihren kann, insbe-
sondere beili blauen Laserdioden, kann auch bereits eine Le-
bensdauerverldangerung in normalen Umgebungsbedingungen (nor-
male Luftfeuchtigkeit) aufgrund der Schutzschicht bewirkt

werden.
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Die Schutzschicht umhiillt vorzugsweise das optische Element,
beispielsweise eine Planplatte, und einen Klebstoff zwischen
dem optischen Element und der Strahlungsaustrittsseite, ins-
besondere der Facette, sowie vorzugswelise weitere Teile, ins-
besondere die Laserdiode, des Bauteils, um eine entsprechende

Dichtigkeit zu erzielen.

Allgemein wird durch das Vorsehen einer solchen Schutzschicht
oder eine Antihaftschicht eine Lebensdauer eines entsprechen-—
den optoelektronischen Bauteils in vorteilhafter Weise erheb-
lich erhoht.

Gemdl einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass das
optische Element ein Material aus der folgenden Gruppe von

Materialien umfasst:

Siliziumoxid, Aluminiumoxid, Natriumoxid, Kaliumoxid, Magne-
siumoxid, Calciumoxid, Boroxid, Bleioxid, Saphir, Galliumnit-

rid, Silikon und Polymer.

Gemdl einer weiteren Ausfiihrungsform kann vorgesehen sei,
dass das optische Element an der Strahlungsaustrittsseite an-
gesprengt ist. Hierbei ist das optische Element insbesondere
in direktem Kontakt mit der Strahlungsaustrittseite, sodass
das optische Element noch wie eine Schutzkappe filir die Strah-

lungsaustrittsseite wirkt.

Nach einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass das op-
tische Element gegen eine Verschiebung parallel zu der Strah-
lungsaustrittseite fixiert ist. Vorzugsweise kann vorgesehen
sein, dass das angesprengte optische Element gegen eine Ver-
schiebung parallel zu der Strahlungsaustrittseite fixiert
ist. Insbesondere bei einem angesprengten optischen Element
ist diese Fixierung besonders vorteilhaft da das Ansprengen
des optischen Elements in der Regel bewirkt, dass das opti-
sche Element in einer Richtung senkrecht zu der Strahlungs-

austrittsseite an der Strahlungsaustrittseite fixiert, nicht
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jedoch ausreichend gegen eine Verschiebung parallel zu der
Strahlungsaustrittsseite fixiert ist. Dieser mdgliche Nach-

teil wird mittels der Fixierung iliberwunden.

Gemdl einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass die
Auskoppeleinrichtung eine Auskoppelfacette aufweist und die
Reduzierungseinrichtung ein optisches Element umfasst, wobei
das optische Element eine Strahlungsaustrittsseite der Aus-
koppelfacette die Strahlungsaustrittseite zumindest teilweise

bedeckend, insbesondere komplett bedeckend, angeordnet wird.

In einer weiteren Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass
die Auskoppelfacette an die Strahlungsaustrittsseite ange-

sprengt wird.

In einer weiteren Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass
das Ansprengen des optischen Elements an der Strahlungsaus-—
trittsseite ein Aufbringen eines Fluids, insbesondere einer
Fliissigkeit oder eines Gases auf die Strahlungsaustrittssei-
te, ein Aufdrilicken, was auch insbesondere als andriicken be-
zeichnet werden kann, des optischen Elements auf die Strah-
lungsaustrittseite mit dem aufgebrachten Fluid und ein Ver-
dunsten des aufgebrachten Fluids umfasst, sodass nach der
Verdunstung des aufgebrachten Fluids das optische Element
mittels atomarer Kradfte gegen die Strahlungsaustrittsseite
gezogen und gehalten wird. Solange das Fluid noch nicht wvoll-
stdndig verdunstet ist, wirkt zusdtzlich noch eine Kapillar-
kraft, die das optische Element gegen die Strahlungsaus-
trittsseite zieht und halt. Aufgrund der Verwendung des Flu-
ids kann in vorteilhafter Weise eine Winkelausrichtung (Plan-
parallelitdt) von optischen Element und Strahlungsaustritts-
seite (insbesondere Facette) selbstjustierend wa&hrend des
Verdunstens stattfinden. Es kann insofern insbesondere in
vorteilhafter Weise auf eine mechanisch aufwendige Justie-

rungseinrichtung verzichtet werden.
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Ein solches Ansprengen ist besonders vorteilhaft, da auf wei-
tere Befestigungsmittel wie beispielsweise Klebstoffe ver-
zichtet werden kann. Es wird hier mittels der Kapillarkraft

eine in der Regel ausreichende Fixierung bewirkt.

Sofern notwendig, kann gemdl einer weiteren Ausfihrungsform
vorgesehen sein, dass das optische Element nach dem Andrii-
cken, was auch insbesondere als aufdriicken bezeichnet werden
kann, gegen eine Verschiebung parallel zur Oberfldche der
Strahlungsaustrittsseite fixiert wird. Fiir eine solche Fixie-
rung kann beispielsweise ein Klebstoff verwendet werden. Die-
ser Klebstoff kann beispielsweise in einem Randbereich der
Strahlungsaustrittsseite aufgebracht werden, sodass er nicht
im direkten Strahlkegel der abgestrahlten elektromagnetischen

Strahlung liegt.

Nach einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass das op-
tische Element an der Strahlungsaustrittsseite angeldtet oder
mit dieser verldtet ist. Eine solche Befestigung bewirkt eine
besonders mechanisch stabile Verbindung zwischen dem opti-
schen Element und der Strahlungsaustrittsseite. Ein solches
optoelektronisches Bauteil kann insofern in vorteilhafter

Weise auch in rauen Umgebungen verwendet werden.

Nach einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass das op-
tische Element mit der Strahlungsaustrittsseite verldtet
wird. Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass die Strahlungs-
austrittseite metallisch beschichtet und ein Lot auf einer
der Strahlungsaustrittsseite gegeniiberliegenden Oberflédche
des optischen Elements aufgebracht wird, um die Strahlungs-
austrittsseite mit dem optischen Element zu verldten. Insbe-
sondere kann vorgesehen sein, dass die der Strahlungsaus-
trittsseite gegeniiberliegende Oberflidche des optischen Ele-
ments metallisch beschichtet und ein Lot auf die Strahlungs-
austrittsseite aufgebracht wird, um die Strahlungsaustritts-

seite mit dem optischen Element zu verldten.
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Vorzugsweise wird als Lot ein Diinnschichtlot, beispielsweise
AuGe, AuSn, Sn oder In, insbesondere mit einer Dicke zwischen
2 pm und 5 pm, verwendet. Insbesondere wird als Lot ein Pas-
tenlot, insbesondere mit einer Dicke zwischen 30 um und 70

pm, verwendet.

Nach einer Ausfiihrungsform kann als Lot ein Pastenlot, bei-
spielsweise SnAgCu, verwendet werden. Das heiBt, dass ein

Pastenldten durchgefiihrt wird.

Gemdl einer weiteren Ausfihrungsform kann vorgesehen sein,
dass das optische Element an der Strahlungsaustrittsseite an-
geklebt ist. Eine solche Befestigung bewirkt in vorteilhafter
Weise eine besonders stabile Fixierung des optischen Elements
an der Strahlungsaustrittseite. Dariliber hinaus ist die Ver-
wendung von Klebstoffen besonders kostenglinstig und technisch
einfach zu bewerkstelligen. Ein entsprechendes optoelektroni-
sches Bauteil ist somit einfach und kostenglinstig herzustel-

len.

Als Klebstoff kann beispielsweise ein Polymer, insbesondere

ein aushértbares Polymer, verwendet werden.

Gemdl einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass das
optische Element an die Strahlungsaustrittsseite angeklebt

wird.

Nach einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass als
Klebstoff Epoxid und/oder Acrylate und/oder Silikon verwendet
werden. Insbesondere Silikon ist bevorzugt geeignet, da es
eine hohe UV-Lichtbestdndigkeit aufweist. Somit kann in vor-
teilhafter Weise vermieden werden, dass sich {iber die Lebens-
dauer des Bauteils der Klebstoff, hier also das Silikon, im

Strahlengang nicht tribt.

Vorzugsweise umfasst das Ankleben ein zumindest teilweises

Fiillen eines Spaltes zwischen der Strahlungsaustrittsseite
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und dem optischen Element mit einem Klebstoff, insbesondere
einem aushdrtbarem Polymer. Bei der Verwendung eines aushéart-
baren Polymers umfasst das Ankleben noch einen Schritt eines
Aushédrtens des Polymers. Vorzugsweise umfasst das Aushéarten
des Polymers ein Beaufschlagen des Polymers mit UV-Licht.
Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das Aushédrten des Po-
lymers ein Erh&hen einer Umgebungstemperatur des Polymers um-—
fasst. Durch das Vorsehen von UV-Licht und/oder einer erhdh-
ten Umgebungstemperatur kann ein Aushédrteprozess in vorteil-
hafter Weise erheblich beschleunigt werden, sodass eine Her-
stellungszeit eines entsprechenden optoelektronischen Bau-

teils erheblich reduziert werden kann.

In einer anderen Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass
die vorgenannten und nachfolgend beschriebenen Befestigungs-
oder Fixierungsmdglichkeiten beliebig miteinander kombiniert
werden kdnnen. Insbesondere kénnen ein Verldten und ein Ver-
kleben oder Ankleben vorgesehen sein. Dadurch wird eine be-

sonders mechanisch stabile Befestigung bewirkt.

Gemdl einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass das
optische Element eine Antireflexschicht aufweist. Eine solche
Antireflexschicht vermindert oder vermeidet in vorteilhafter
Weise Reflexe der ausgekoppelten elektromagnetischen Strah-
lung. Solche Antireflexschichten k&nnen beispielsweise aus
einer Schicht gebildet sein. Insbesondere kdénnen solche Anti-
reflexschichten aus mehreren Schichten, also aus einer
Schichtenfolge, gebildet sein. Solche Schichten kdnnen bei-
spielsweise Siliziumoxid, Tantaloxid, Titanoxid oder eine
Kombination der vorgenannten Materialien umfassen. Vorzugs-
weise betrdgt eine Schichtdicke fiir eine Antireflexschicht,
insbesondere fir eine einlagige Antireflexschicht, Lambda/4
nm, wobeil Lambda fiir die Wellenldnge der abgestrahlten elekt-
romagnetischen Strahlung steht. Fiir eine Wellenld&nge von
kleiner als 400 nm, kann eine Schichtdicke insofern bei-

spielsweise zwischen 50 nm bis 100 nm betragen.
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Gemdl einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass die

fluidundurchldssige Schutzschicht ein Siliziumoxid, ein Alu-
miniumoxid oder eine Kombination der beiden vorgenannten Ma-
terialien umfasst. Vorzugsweise werden die vorgenannten Mate-
rialien oder auch nur eines der vorgenannten Materialien, auf
ein organisches Material wie beispielsweise ein Polymer auf-
getragen, insbesondere als eine oder mehrere Atomschichten.

Vorzugsweise kann die fluidundurchldssige Schutzschicht ein

Parylen umfassen. Die vorgenannten Polymere sowie Materialien
kénnen insbesondere mittels Abscheideverfahren wie beispiels-
weise plasmagestiitzte, chemische Dampfabscheideverfahren auf-

getragen bzw. abgeschieden werden.

Nach einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass die
einzelnen Schichten wie beispielsweise Schutzschicht, Antire-
flexschicht oder Antihaftschicht des optischen Elements mit-
einander verbunden werden, sodass ein Schichtverbund umfas-
send mehrere Schichten gebildet wird. Vorzugsweise kann vor-
gesehen sein, dass die einzelnen Schichten mittels thermi-
schen Bondens verbunden werden. Vorzugsweise kdnnen die
Schichten metallisiert werden, sodass anschlieBend eine Ver-
16tung der Schichten mdglich ist, beispielsweise in einem Wa-
ferverbund. Sofern ein Verbund aus Glas-Silizium-Glas verwen-
det wird, kann dies insbesondere mittels anodischen Bondens
hergestellt werden. Hierbei wird das Silizium in der Regel
nicht durchstrahlt, sondern dient zur Befestigung. Kavitidten
im Glas k&nnen beispielsweise durch ein nasschemisches Atzen

hergestellt werden. Dies insbesondere sehr kostenglinstig.

Gemdl einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass eine
Dicke des optischen Elements in Abstrahlrichtung mehrere 1/10
mm bis einige mm betragt. Vorzugsweise kann eine Form des op-
tischen Elements plan sein. Insbesondere kann das optische
Element eine Linsenform, insbesondere eine konkave Linsen-
form, aufweisen, sodass in vorteilhafter Weise eine Kollima-
tion der ausgekoppelten elektromagnetischen Strahlung bewirkt

werden kann.
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Das Vorsehen eines Schichtverbundes oder einer Schichtenfolge
fiir das optische Element bewirkt in vorteilhafter Weise, dass
spezielle und bestimmte optische Eigenschaften definiert wer-
den kdnnen je nach spezifischer Anwendung. So kann beispiels-
weise eine Strahlaufweitung im optischen Element stattfinden,
um auch mit relativ kurzen Dicken in Abstrahlrichtung zu ge-
ringeren Leistungsdichten der abgestrahlten elektromagneti-

schen Strahlung zu kommen.

Nach einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass die
Form des optischen Elements eine Linsenflidche, eine Freiform-

fliche oder eine Halbkugel ist.

Nach einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass nach
dem Anordnen der Reduzierungseinrichtung ein resonates Ver-
halten der Laserdiode lberpriift wird. Somit kann in vorteil-
hafter Weise {iberpriift werden, ob aufgrund des Vorsehens der
Reduzierungseinrichtung ein gekoppelter Resonator entstanden
ist, der das resonate Verhalten des Lasers negativ beeinflus-

sen kann.

Nach einer Ausfiihrungsform ist ein Trdger vorgesehen, auf
welchem insbesondere ein KihlkOrper angeordnet ist. Auf dem
Kiihlkdrper ist insbesondere die Erzeugungseinrichtung, insbe-
sondere die Laserdiode, angeordnet. Beil der Laserdiode han-
delt es sich vorzugsweise um eine blaue Laserdiode oder eine
UV-Laserdiode. Das Vorsehen des Kiihlk&rpers bewirkt in vor-
teilhafter Weise, dass die im Betrieb der Laserdiode erzeugte
Warme abgefiihrt werden kann, sodass in vorteilhafter Weise

eine Uberhitzung der Laserdiode vermieden werden kann.

Der Trdger ist vorzugswelse an einem Transistorgehduse ange-
ordnet, welches beispielsweise elektronische Komponenten fiir
eine Ansteuerung Erzeugungseinrichtung, insbesondere der La-

serdiode, umfassen kann.
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In einer Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass das opti-
sche Element an der Auskoppelfacette angesprengt ist. Das

heiBt also insbesondere, dass das optische Element in direk-
tem Kontakt mit der Auskoppelfacette ist. Um das optische

Element weiter zu fixieren, insbesondere um es in eine Rich-
tung parallel zu der Auskoppelfacettenebene zu fixieren, ist
vorzugsweise ein Klebstoff vorgesehen, der das optische Ele-
ment an den Trdger anklebt. Das heilt also insbesondere, dass
zwischen dem optischen Element und dem Trdger Klebstoff vor-

gesehen ist, der das optische Element an den Trager anklebt.

Es kann also insbesondere vorgesehen sein, dass das optische
Element an die Auskoppelfacette angesprengt wird, wobei an-
schlielend das optische Element mittels Klebstoff an den Tra-
ger angeklebt wird. Somit ist in vorteilhafter Weise sowohl
eine Verschiebung des optischen Elements in eine Richtung
senkrecht zu der Facettenebene als auch eine Verschiebung pa-

rallel zu der Facettenebene bewirkt.

In einer anderen Ausfiihrungsform kann vorgesehen sein, dass
das optische Element mittels Klebstoff sowohl an dem Trager
als auch an der Auskoppelfacette angeklebt wird respektive
ist. Dadurch wird in vorteilhafter Weise eine besonders sta-

bile Anordnung bewirkt.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von bevorzugten Aus-—

fihrungsbeispielen nédher erliutert. Hierbei zeigen

Fig. 1 ein optoelektronisches BRauteil,

Fig. 2 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zur Herstellung

eines optoelektronischen Bauteils,

Fig. 3 ein weiteres optoelektronisches Bauteil,

Fig. 4 ein Verlauf einer Strahlungsdichte in Luft iber ei-

ne Distanz von der Auskoppeleinrichtung,
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Fig. 5 ein optoelektronisches BRauteil,

Fig. 6 ein anderes optoelektronisches Rauteil,

Fig. 7 ein anderes optoelektronisches Rauteil,

Fig. 8 ein weiteres optoelektronisches Bauteil und

Fig. 9 ein optoelektronisches System umfassend mehrere op-

toelektronische Bauteile.

Im Folgenden konnen fiir gleiche Merkmale gleiche Bezugszei-

chen verwendet werden.

Fig. 1 zeigt ein optoelektronisches Bauteil 101.

Das Bauteil 101 umfasst eine Erzeugungseinrichtung 103 zum
Erzeugen von elektromagnetischer Strahlung. Die Erzeugungs-—
einrichtung 103 kann beispielsweise eine Laserdiode umfassen,
die vorzugsweise Laserstrahlung emittiert, die eine Wellen-
lédnge von kleiner 460 nm, insbesondere kleiner als 380 nm,

aufweist.

Das Bauteil 101 umfasst ferner eine Auskoppeleinrichtung 105,
welche ausgebildet ist, die elektromagnetische Strahlung aus
der Erzeugungseinrichtung auszukoppeln. Die Auskoppeleinrich-
tung kann beispielsweise eine Auskoppelfacette aufweisen.
Vorzugsweise bildet die Auskoppelfacette eine der beiden Fa-

cetten eines Resonators 1m Fall einer Laserdiode.

Das optoelektronische Bauteil 101 umfasst des Weiteren eine
Reduzierungseinrichtung 107 zum Reduzieren einer Strahlungs-
dichte der ausgekoppelten elektromagnetischen Strahlung, wo-
bei die Reduzierungseinrichtung 107 auf einer Strahlungsaus-

trittseite der Auskoppeleinrichtung 105 angeordnet ist.
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Durch das Reduzieren der Strahlungsdichte wird in vorteilhaf-
ter Weise bewirkt, dass Zersetzungsprozesse an gasfdrmigen
Substanzen wie beispielweise kurzkettigen Kohlenwasserstof-
fen, die sich in der Umgebung der Auskoppeleinrichtung befin-
den, vermieden oder verringert werden, sodass sich entspre-
chend zersetzte Substanzen nicht an der Auskoppeleinrichtung,

insbesondere der Auskoppelfacette, anlagern konnen.

Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zur Herstel-

lung eines optoelektronischen Bauteils.

Gemdl einem Schritt 201 werden eine Erzeugungseinrichtung zum
Erzeugen von elektromagnetischer Strahlung und eine Auskop-
peleinrichtung zum Auskoppeln von elektromagnetischer Strah-
lung aus der Erzeugungseinrichtung bereitgestellt. GemdB ei-
nem Schritt 203 wird auf einer Strahlungsaustrittsseite der
Auskoppeleinrichtung eine Reduzierungseinrichtung zum Redu-
zieren einer Strahlungsdichte der ausgekoppelten elektromag-

netischen Strahlung angeordnet.

Fig. 3 zeigt ein weiteres optoelektronisches Bauteil 301.

Das Bauteil 301 umfasst eine Laserdiode 303, welche im Wel-
lenldngenbereich von kleiner als 460 nm, insbesondere kleine
als 380 nm, Laserstrahlung emittiert. Die Laserdiode 303 um-
fasst eine Laserfacette 305, mittels welcher Laserstrahlung
aus der Laserdiode 303 ausgekoppelt werden kann. Die ausge-
koppelte Laserstrahlung ist hier symbolisch mittels eines ge-
wellten Pfeils mit dem Bezugszeichen 306 dargestellt. An der

Laserfacette 305 ist ein optisches Element 307 angeordnet.

Das optische Element 307 bewirkt insbesondere in vorteilhaf-
ter Weise eine Verldngerung eines Auskoppelweges oder einer
Auskoppelstrecke der ausgekoppelten Laserstrahlung 306, so-
dass diese ilber die verldngerte Auskoppelstrecke ihre Strah-
lungsdichte reduziert. Das heiBt also insbesondere, dass an

einer optischen Austrittsebene 309 des optischen Elements 305
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die Strahlungsdichte reduziert ist im Vergleich zu der Strah-
lungsdichte, die die ausgekoppelte Laserstrahlung 306 direkt

an der Laserfacette 307 aufweist.

Da in der Regel die Laserstrahlung in Form eines divergenten
Laserstrahls aus der Laserdiode 303 ausgekoppelt wird, er-
folgt eine Reduzierung der Strahlungsdichte insbesondere
durch den divergenten Laserstrahl bzw. aufgrund dessen Auf-

weitung.

Fig. 4 zeigt eine Abhdngigkeit einer Strahlungsdichte ei-
nes Laserstrahls in Luft {iber einer Distanz relativ zu einer

Laserfacette.

Auf der Abszisse ist die Distanz in Abstrahlrichtung in Mik-
rometern aufgetragen relativ zu der Strahlungsaustrittsseite,
hier der Laserfacette, also die Distanz senkrecht wvon der

Strahlungsaustrittsseite.

Auf der Ordinate ist die Strahlungsdichte in Luft in W/mm?

aufgetragen.

Die Kurve mit dem Bezugszeichen 401 kennzeichnet einen ent-

sprechenden Verlauf einer Leuchtdiode.

Die Kurve mit dem Bezugszeichen 403 kennzeichnet einen ent-
sprechenden Verlauf einer Laserdiode, welche blaue Laser-
strahlung, insbesondere UV-Strahlung, emittiert. Der Punkt,
der in der Kurve mit dem Bezugszeichen 405 gekennzeichnet
ist, markiert den Punkt, an welchem eine Strahlungsdichte auf
ein tolerables Niveau abgesunken ist, sodass Zersetzungspro-
zesse weiltgehend nicht mehr auftreten kdnnen, sodass entspre-
chende Ablagerungen nicht mehr vorkommen oder auftreten kon-

nen.

Fig. 5 zeigt ein optoelektronisches Bauteil 501 in einer

Frontansicht (links) und einer Seitenansicht (rechts).



10

15

20

25

30

35

WO 2014/048883 20 PCT/EP2013/069744

Das optoelektronische Bauteil 501 umfasst einen Trager 503,

auf welchem ein Kihlkorper 505 angeordnet ist. Auf dem Kiihl-
kdrper 505 ist eine Laserdiode 507 angeordnet. Bei der Laser-
diode 507 handelt es sich vorzugsweise um eine blaue Laserdi-
ode oder eine UV-Laserdiode. Das Vorsehen des Kihlkorpers 505
bewirkt in vorteilhafter Weise, dass die im Betrieb der La-

serdiode 507 erzeugte Wiarme abgefiihrt werden kann, sodass in
vorteilhafter Weise eine Uberhitzung der Laserdiode 507 ver-

mieden werden kann.

Der Trdger 503 ist des Weiteren an einem Transistorgehduse
509 angeordnet, welches beispielsweise elektronische Kompo-

nenten filir eine Ansteuerung der Laserdiode 507 umfassen kann.

Die Laserdiode 507 weist des Weiteren eine Laserfacette 511
als Auskoppelfacette fiir die mittels der Laserdiode 507 er-

zeugte Laserstrahlung autf.

Des Weiteren ist ein Fenster 515 als optisches Element vorge-
sehen, welches mittels eines Klebstoffs 513 an der Laserfa-
cette 511 angeklebt ist. Bei dem Klebstoff 513 handelt es
sich vorzugsweise um einen Klebstoff, der strahlungsdurchléas-

sig fiir die Laserstrahlung ist.

Das heiBt also insbesondere, dass direkt an der Laserfacette
511 der Klebstoff 513 aufgebracht ist, wobei direkt auf dem
Klebstoff 513 das Fenster 515 angeordnet ist. Dadurch wird in
vorteilhafter Weise eine Auskoppelstrecke fiir das Laserlicht
verladngert, sodass es nach dieser Auskoppelstrecke ausrei-
chend weit aufgeweitet ist, sodass die entsprechende Strah-
lungsdichte ausreichend reduziert ist, um Zersetzungsprozesse
zu vermeiden. Ein Abstrahlkegel des Laserlichts ist hier mit

dem Bezugszeichen 517 gekennzeichnet.

Fig. 6 zeigt ein weiteres optoelektronisches Bauteil 601.
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Das optoelektronische Bauteil 601 ist im Wesentlichen analog
zu dem optoelektronischen Bauteil 501 gemdl Fig. 5 aufgebaut.
Auf die entsprechenden Ausfiihrungen kann verwiesen werden.

Der Ubersicht halber ist das Transistorgehduse 509 nicht ge-

zeigt.

Es wird angemerkt, dass in einer nicht gezeigten Ausfiihrungs-
form ganz allgemein vorgesehen kann, dass das optoelektroni-
sche Bauteil kein solches Transistorgehduse aufweist. Das
heiBt also insbesondere, dass das optoelektronische Bauteil

fiir sich auch ohne ein Transistorgehduse offenbart ist.

Als ein Unterschied im Vergleich zu dem optoelektronischen
Bauteil 501 gemdl Fig. 5 ist das Fenster 515 an der Laserfa-
cette 511 in dem optoelektronischen Bauteil 601 gemdl Fig. 6
angesprengt. Das heilt also insbesondere, dass das Fenster
515 in direktem Kontakt mit der Laserfacette 511 ist. Um das
Fenster 511 weiter zu fixieren, insbesondere um es in eine
Richtung parallel zu der Laserfacettenebene zu fixieren, ist
ein Klebstoff 513 vorgesehen, der das Fenster 511 an den Tra-
ger 503 anklebt. Das heilt also insbesondere, dass zwischen
dem Fenster 515 und dem Trager 503 Klebstoff 513 vorgesehen
ist, der das Fenster 515 an den Trager 503 anklebt.

Es kann also insbesondere vorgesehen sein, dass das Fenster
515 an die Laserfacette 511 angesprengt wird, wobei anschlie-
Bend das Fenster 515 mittels Klebstoff 513 an den Trager 503
angeklebt wird. Somit ist in vorteilhafter Weise sowohl eine
Verschiebung des Fensters 515 in eine Richtung senkrecht zu
der Laserfacettenebene als auch eine Verschiebung parallel zu

der Laserfacettenebene bewirkt.

Fig. 7 zeigt ein anderes optoelektronisches Bauteil 701.

Das optoelektronische Bauteil 701 ist im Wesentlichen analog

zu den optoelektronischen Bauteilen 501 und 601 gemd&B Fig. 5
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und 6 aufgebaut. Auf die entsprechenden Ausfiihrungen kann

verwlesen werden.

Auch in dem optoelektronischen Bauteil 701 ist das Fenster
515 an der Laserfacette 511 angesprengt. Als ein Unterschied
zu den optoelektronischen Bauteilen 501 und 601 ist in dem
optoelektronischen Bauteil 701 vorgesehen, dass zwischen dem
Fenster 515 und dem Kiihlkdrper 505 Klebstoff 513 vorgesehen
ist, der das Fenster 515 an den Kiihlkdrper 505 anklebt.

Hierfiir ragt die Laserdiode 507 mit seiner Laserfacette 511
fiir eine vorbestimmte Strecke liber den Kiihlkdérper 505 hinaus.
Wenn nun das Fenster 515 an die Laserfacette 511 angesprengt
wird, ist aufgrund dieser Uberragung ein Spalt 703 zwischen
dem angesprengten Fenster 515 und dem Kiihlkdrper 505 gebil-
det. In diesen Spalt 703 wird nun Klebstoff 513 eingefillt
oder aufgetragen, sodass eine Klebefixierung des Fensters 515
mit dem Kiihlkorper 505 bewirkt ist.

Fig. 8 zeigt ein anderes optoelektronisches Bauteil 801. Das
optoelektronische Bauteil 801 ist im Wesentlichen analog zu
den optoelektronischen Bauteilen 501, 601 und 701 gemdB den
Fig. 5, 6 und 7 aufgebaut. Auf die entsprechenden Ausfiihrun-

gen kann verwiesen werden.

Das Fenster 515 des optoelektronischen Bauteils 801 ist mit-
tels eines Klebstoffs 513 an den Tradger 503 angeklebt. Des
Weiteren ist das Fenster 515 mittels eines weiteren Kleb-
stoffs 803 an die Laserfacette 511 der Laserdiode 507 ange-
klebt das heilt also insbesondere, dass das Fenster 515 zwei-
fach verklebt ist: zum Einen mit der Laserfacette 511 und zum
Anderen mit dem Trdger 503. Dadurch wird eine besonders feste
Fixierung des Fensters 515 relativ zu der Laserfacette 511
bewirkt.

Fig. 9 zeigt ein optoelektronisches System 901.
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Das optoelektronische System 901 umfasst mehrere parallel ne-
beneinander angeordnete optoelektronische Bauteile 903. Links
ist ein solches optoelektronisches Bauteil 903 in einer Sei-
tenansicht gezeigt. Die rechte Zeichnung zeigt eine Drauf-

sicht von schridg oben auf das optoelektronischen Systems 901.

Die optoelektronischen Bauteile 903 sind analog zu dem optoe-
lektronischen Bauteil 801 gemdB Fig. 8 aufgebaut. Auf die

entsprechenden Ausfiihrungen kann verwiesen werden.

In einer nicht gezeigten Ausfiihrungsform kann vorgesehen
sein, dass die optoelektronischen Bauteile 903 jeweils analog
zu den optoelektronischen Bauteilen 501, 601, 701 aufgebaut
sind. Die optoelektronischen Bauteile des Systems 901 kdnnen
insbesondere gleich oder vorzugsweise unterschiedlich gebil-

det sein.

In dem optoelektronischen System 901 teilen sich die optoe-
lektronischen Bauteile 903 ein gemeinsames Fenster 515. Das
heilt also insbesondere, dass ein einziges Fenster 515 vorge-
sehen ist, welches als optisches Element mittels Klebstoff
803 an den jeweiligen Laserfacetten 511 der einzelnen Laser-
dioden 507 angeklebt ist. Das einzige Fenster 515 ist ferner
mittels Klebstoffs 513 an einem gemeinsamen Trdger 503 ange-
ordnet. Das heiBt also insbesondere, dass sich die Bauteile
903 einen gemeinsamen Trdger teilen. Hierbei ist ferner vor-
gesehen, dass der gemeinsame Trager 503, auf welchen die ein-
zelnen Laserdioden 507 mittels eines jeweiligen Kiihlkdrpers
505 angeordnet sind, thermisch mit einem weiteren KihlkOrper
905 verbunden ist. Insbesondere ist der gemeinsame Trdager 503

auf dem Kihlkdrper 905 angeordnet.

Der Kihlkdrper 905 weist gemdl Fig. 9 eine Stufenform auf,
wobeil der gemeinsame Trager 503 auf der unteren Stufe des
Kihlkdrpers 905 angeordnet ist. In weiteren nicht gezeigten

Ausfiihrungsformen kann vorgesehen sein, dass der Kiihlkdrper
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905 eine ebene oder plane Form aufweist, also keine Stufen-

form.

Der gemeinsame Trdger 503 ist ferner in einem Rahmen 907 aus
beispielsweise Epoxydharz angeordnet, der einen mechanischen
Schutz und eine mechanische Stabilisierung des gemeinsamen
Tragers 503 bewirken kann. Der Rahmen 907 kann beispielsweise
mittels eines Thermoplasts und/oder mittels eines Duroplasts
umhi{illt werden, bevor die einzelnen Laserdioden 507 montiert
werden. Insbesondere kann in einer nicht gezeigten Ausfiih-
rungsform vorgesehen sein, dass auf einen solchen Epoxidrah-

men 907 verzichtet wird.

Zzusammenfassend umfasst die Erfindung also insbesondere den
Gedanken, die Leuchtdichte einer blauen oder UV- Laserdiode
durch Montage eines optischen Elementes direkt vor der Aus-
trittsfacette der Laserdiode zu reduzieren. Diese Reduzierung
wird also insbesondere mittels des optischen Elements be-
wirkt, wobei eine Dicke in Abstrahlrichtung, also insbesonde-
re in einer Richtung senkrecht zu der Austrittsfacette, ins-
besondere so gewdhlt wird, dass an dessen optischer Aus-
trittsebene die Strahlungsdichte so weit reduziert ist, dass
es nicht mehr zu Zersetzungen und Ablagerungen kommen kann.
Die Reduzierung der Strahlungsdichte erfolgt hierbei insbe-
sondere durch den divergenten Laserstrahl. Das heiBt also
insbesondere, dass das optische Element eine Verlidngerung ei-

ner Auskoppelstrecke bewirkt.

Das optische Element kann insbesondere aus einem optischen
Glas, Siliziumdioxid, Saphir (A1203), Galiumnitrid (GaN), Si-
likon und/oder einem Polymer, insbesondere einem strahlensta-
bilen Polymer, gebildet sein oder ein solches umfassen re-
spektive aus einer Kombination der vorgenannten Materialien

gebildet sein oder eine solche Kombination umfassen.

Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das Material des op-

tischen Elements eine hohe Transmission bei der entsprechen-
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den Laserwellenlédnge und/oder eine hohe Stoffundurchlédssig-

keit fiir Gas und Fliissigkeiten, also Fluide, aufweist.

Vorzugswelise weist das optische Element Beschichtungen auf,
um insbesondere Reflexe zu unterdriicken oder Ablagerungen von
Stoffen zu reduzieren. Vorzugswelise kann eine Form des opti-
schen Elements eine Plan-Platte sein. Die Form kann insbeson-—
dere eine Linsenfldche sein, vorzugsweise eine Freiformfla-

che, insbesondere eine Halbkugel.

Das optische Element kann vorzugsweise aus mehr als einem Ma-
terial oder aus mehr als einer Schicht bestehen oder gebildet
sein, sodass beispielsweise ein Schichtverbund aus zwei Plat-
ten gebildet sein kann, wobei der Schichtverbund dann das op-
tische Element bildet. Dies bewirkt insbesondere, dass be-

stimmte optische Eigenschaften definiert werden kdnnen. Bei-
spielsweise kann eine Strahlaufweitung im optischen Element

bewirkt werden, um mit kiirzeren Dicken zu geringeren Leis-

tungsdichten zu kommen. Das heiBt also insbesondere, dass das
optische Element ausgebildet ist, den Laserstrahl oder allge-
mein die abgestrahlte elektromagnetische Strahlung aufzuwei-

ten.

In einer nicht gezeigten Ausfihrungsform kann ferner vorgese-
hen sein, dass nach der Montage des optischen Elements iliber-
prift wird, wie sich das optische Element auf das resonate
Verhalten des Lasers auswirkt. Insbesondere wird iiberpriift,

ob sich ein gekoppelter Resonator gebildet hat.

Obwohl die Erfindung im Detail durch die bevorzugten Ausfiih-
rungsbeispiele ndher illustriert und beschrieben wurde, so
ist die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele ein-
geschrankt und andere Variationen kdnnen vom Fachmann hieraus
abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu

verlassen.
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Anspriuche

1. Optoelektronisches Bauteil (101), umfassend eine Erzeu-
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gungseinrichtung (103) zum Erzeugen von elektromagneti-
scher Strahlung und eine Auskoppeleinrichtung (105) zum
Auskoppeln von elektromagnetischer Strahlung aus der Er-—
zeugungseinrichtung (103), wobei auf einer Strahlungs-
austrittsseite der Auskoppeleinrichtung (105) eine Redu-
zierungseinrichtung (107) zum Reduzieren einer Strah-
lungsdichte der ausgekoppelten elektromagnetischen

Strahlung (306) angeordnet ist.

. Optoelektronisches Bauteil (101) nach Anspruch 1, wobei

die Auskoppeleinrichtung (105) eine Auskoppelfacette
(305) aufweist und die Reduzierungseinrichtung (107) ein
optisches Element (307) umfasst, wobei das optische Ele-
ment (307) die Strahlungsaustrittseite zumindest teil-

weise bedeckend angeordnet ist.

. Optoelektronisches Bauteil (101) nach Anspruch 2, wobei

das optische Element (307) eine Antihaftschicht auf sei-
ner Oberfldchen zur Vermeidung von Ablagerungen auf dem

optischen Element (307) aufweist.

. Optoelektronisches Bauteil (101) nach Anspruch 2 oder 3,

wobei das optische Element (307) eine fluidundurchlédssi-

ge Schutzschicht aufweist.

. Optoelektronisches Bauteil (101) nach einem der Anspri-

che 2 bis 4, wobei das optische Element (307) an der

Strahlungsaustrittsseite angesprengt ist.

. Optoelektronisches Bauteil (101) nach Anspruch 5, wobei

das angesprengte optische Element (307) gegen eine Ver-
schiebung parallel zu der Strahlungsaustrittsseite fi-

Xlert 1ist.
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7.

10.

11.

12.

Optoelektronisches Bauteil (101) nach einem der Ansprii-
che 2 bis 4, wobei das optische Element (307) an der

Strahlungsaustrittsseite angeldtet ist.

. Optoelektronisches Bauteil (101) nach einem der Anspri-

che 2 bis 4, wobei das optische Element (307) an der

Strahlungsaustrittsseite angeklebt ist.

. Optoelektronisches Bauteil (101) nach einem der vorheri-

gen Anspriiche, wobei die Erzeugungseinrichtung (103) ei-
ne im Wellenldngenbereich von kleiner als 460 nm emit-

tierende Laserdiode (301) umfasst.

Optoelektronisches Bauteil nach einem der vorheri-
gen Anspriiche soweit rilickbezogen auf die Anspriiche 2 und
4, wobei die fluidundurchlédssige Schutzschicht eine ga-

sundurchldssige Schutzschicht ist.

Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen
Bauteils, wobeil eine Erzeugungseinrichtung (103) zum Er-
zeugen von elektromagnetischer Strahlung und eine Aus-
koppeleinrichtung (105) zum Auskoppeln von elektromagne-
tischer Strahlung aus der Erzeugungseinrichtung bereit-
gestellt werden (201), wobei auf einer Strahlungsaus-
trittsseite der Auskoppeleinrichtung (105) eine Reduzie-
rungseinrichtung (107) zum Reduzieren einer Strahlungs-
dichte der ausgekoppelten elektromagnetischen Strahlung
(306) angeordnet (203) wird.

Verfahren nach Anspruch 11, wobei die Auskoppelein-
richtung (105) eine Auskoppelfacette (305) aufweist und
die Reduzierungseinrichtung (107) ein optisches Element
(307) umfasst, wobei das optische Element (307) an der
Strahlungsaustrittsseite der Auskoppelfacette (305) die
Strahlungsaustrittsseite zumindest teilweise bedeckend

angeordnet wird.
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13.

14.

15.

16.

Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Auskoppelfa-
cette (305) an die Strahlungsaustrittsseite angesprengt
wird, wobei das Ansprengen des optischen Elements (307)
an der Strahlungsaustrittsseite ein Aufbringen eines
Fluids auf die Strahlungsaustrittsseite, ein Aufdriicken
des optischen Elements (307) auf die Strahlungsaus-
trittsseite mit dem aufgebrachten Fluid und ein Verduns-
ten des aufgebrachten Fluids umfasst, so dass wahrend
der Verdunstung des aufgebrachten Fluids das optische
Element (307) mittels einer Kapillarkraft gegen die
Strahlungsaustrittsseite gezogen wird, wobei nach der
Verdunstung das optische Element (307) mittels einer
atomaren Kraft gegen die Strahlungsaustrittsseite gehal-

ten wird.

Verfahren nach Anspruch 13, wobei das optische Ele-
ment (307) nach dem Andriicken gegen eine Verschiebung
parallel zur Oberfldche der Strahlungsaustrittsseite fi-

xlert wird.

Verfahren nach Anspruch 12, wobei die Strahlungs-
austrittseite metallisch beschichtet und ein Lot auf ei-
ner der Strahlungssaustrittsseite gegeniiberliegenden
Oberfldche des optischen Elements (307) aufgebracht
wird, um die Strahlungsaustrittsseite mit dem optischen

Element (307) zu verldten.

Verfahren nach Anspruch 12, wobei das optische Ele-
ment (307) an die Strahlungsaustrittsseite angeklebt
wird, wobei das Ankleben ein zumindest teilweises Filillen
eines Spaltes (703) zwischen der Strahlungsaustrittssei-
te und dem optischen Element (307) mit einem aushdrtba-
ren Polymer mit einem anschlielBenden Aushdrten des Poly-

mers umfasst.
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17. Verfahren nach einem der Anspriiche 11 bis 16 soweit
riickbezogen auf Anspruch 12, wobei das optische Element

(307) eine gasundurchlédssige Schutzschicht aufweist.
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